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STUDIUL PORTILOR LOGICE CU TRANZISTORI

Scopul lucrarii

e studiul operatiilor fundamentale din algebra Booleana
e proiectarea si realizarea portilor logice cunoscute folosind tranzistori bipolari
e proiectarea si realizarea portilor logice CMOS folosind tranzistori cu efect de camp de tip MOS

Materiale necesare

e sursa de alimentare stabilizata

e rezistori

e diode LED

e tranzistori bipolari de tip npn, tranzistori cu efect de camp de tip MOS (TECMOS) cu canal indus
de tip n, respectiv p

e multimetre

e placa de conexiuni

e cabluri

Metodologia efectuarii lucrarii

PARTEA I. Porti logice cu tranzistori bipolari

- realizati schemele de lucru de mai jos pe placa de montaj;

- aplicati, pe rand tensiuni de +5 V (1 logic, HIGH), respectiv 0 V (0 logic, LOW) la intrarile circuitelor
si masurati tensiunea de la iesirea acestora;

- valorile tensiunilor masurate si starile tranzistorilor (blocat/saturat sau ON/OFF) se trec in tabelele
de mai jos, iar pe baza acestora se stabilesc tabelele de adevar;

- pe baza tabelului de adevar se stabileste functia logica, se scrie expresia algebrica si se
reprezinta simbolul portii pentru fiecare circuit;

- alternativ, n locul unui voltmetru se poate folosi o dioda electroluminiscenta (LED) in serie cu un
rezistor de 300 Q pentru a determina daca o intrare/iesire este in starea 1 (LED-ul lumineaza) sau
0 logic (LED-ul este stins sau lumineaza slab).

(@)
Vin (V) Vout (V) Starea T1
R2 0
ik 5
V_oub
Y
|V_in )3 AAN K Ti Y
R1 0
A 1k

Pagina 1/7



Universitatea Babe$-Bongi, Facultatea de Fizica
Laborator ELECTRONICA | (online)

montaj alternativ cu
LED-uri
R2
1k
Y
V_in
— R1i = R4
A 1k 330
R3
330
— XY LED2
¥ LED1
(b)
[VinT> AMA V' -
R1 N
A 1k
in2 ASMy V ™
R3 N
B 1k

Lucrareanr. 3

LED1 (A)

LED2 (Y) | Starea T1

OFF

ON

Vin1 (V) | Vin2 (V) | Vout (V) | Starea T1 | Starea T2
0 0
0 5
5 0
5 5
A B Y
0 0
0 1
1 0
1 1

Pagina 2/7




Universitatea Babe$-Bongi, Facultatea de Fizica
Laborator ELECTRONICA | (online)

(c)

Lucrareanr. 3

Vin1 (V) | Vinz (V) | Vout (V) | Starea T1 | Starea T2
0 0
0 5
5 0
5 5
[Voini> AAAY
R1 A B Y
A 1k 0 5
0 1
1 0
E_inZ} ANy K T2
R3 1 1
B 1k
(d)
in>—wA—F 2 }—w in2
R1 Iy A R3
A 1k 1k B
Vin1 (V) | Vin2 (V) | Vout (V) | Starea T1 | Starea T2 A B Y
0 0 0 0
0 5 0 1
5 0 1 0
S S 1 1

Pagina 3/7




Universitatea Babe$-Bongi, Facultatea de Fizica
Laborator ELECTRONICA | (online)

(e)

Lucrareanr. 3

|V_in1> AN ¢ T1 T2 ) A
R1 b i R3
A 1k 1k
V_oub
Y
R2
1k
Vin1 (V) | Vin2 (V) | Vout (V) | Starea T1 | Starea T2 A
0 0 0
0 5 0
5 0 1
5 5 1

| Oo|~|O|l

PARTEA II. Porti logice CMOS cu tranzistori cu efect de camp de tip MOS

- realizati schemele de lucru de mai jos pe placa de montaj;

- aplicati, pe rand tensiuni de +5 V (1 logic, HIGH), respectiv 0 V (0 logic, LOW) la intrarile circuitelor
si masurati tensiunea de la iesirea acestora;
- valorile tensiunilor masurate si starile tranzistorilor (blocat/saturat sau ON/OFF) se trec in tabelele
de mai jos, iar pe paza acestora se stabilesc tabelele de adevar;

- pe baza tabelului de adevar se stabileste functia logica, se scrie expresia algebrica si se
reprezinta simbolul portii pentru fiecare circuit;

- alternativ, In locul unui voltmetru se poate folosi o dioda electroluminiscenta (LED) Tn serie cu un
rezistor de 300 Q pentru a determina daca o intrare/iesire este in 1 (LED-ul lumineaza) sau 0 logic
(LED-ul este stins sau lumineaza slab).

Starea tranzistorului

Tranzistor

Ves>0 | Vgs <0 | Ves=0
TECMOS cu canal indus de tip n ON OFF OFF
TECMOS cu canal indus detipp | OFF ON OFF
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